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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公開番号】特開2010-56423(P2010-56423A)
【公開日】平成22年3月11日(2010.3.11)
【年通号数】公開・登録公報2010-010
【出願番号】特願2008-221899(P2008-221899)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/36     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/042    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｓ   5/042   ６１２　
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月29日(2011.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡｌｘＧａｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、かつ０≦ｘ＋ｙ≦１）の一
般式で表される半導体層と接触し、Ａｇを主成分としＰｄ、Ｃｕ及びＧｅが添加されてい
るＡｇ合金層を含む半導体発光素子用電極。
【請求項２】
　前記Ａｇ合金層のＰｄ及びＣｕの濃度が３質量％以下である請求項１に記載の半導体発
光素子用電極。
【請求項３】
　前記Ａｇ合金層のＧｅの濃度が１質量％以下である請求項２に記載の半導体発光素子用
電極。
【請求項４】
　前記Ａｇ合金層は、５２５℃以下で熱処理が施されている請求項３に記載の半導体発光
素子用電極。
【請求項５】
　ＡｌｘＧａｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、かつ０≦ｘ＋ｙ≦１）の一
般式で表される半導体層と、
　請求項４に記載の半導体発光素子用電極と、を備えた半導体発光素子。
【請求項６】
　前記半導体層は、サファイア基板上に形成され、
　前記半導体発光素子用電極は、前記半導体層における前記サファイア基板と反対側に形
成される請求項５に記載の半導体発光素子。
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